
Se la densità dei dispositivi integrati raddoppia ogni 3 anni e oggi è possibile integrare 
500000 transistori in un mm quadrato di silicio, quanti transistori si avranno in un chip di 
1cm x 1cm fra 4.5 anni?
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D Perché un pass transistor NMOS è più lento in risposta ad un fronte di salita che ad un 
fronte di discesa?
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Illustrare almeno un principio di funzionamento di un tipo di memoria non volatile
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Se K’n/K’p= 3 qual è la dimensione dei transistori NMOS in un gate NOR a 2 ingressi, in 
logica FCMOS), in cui i PMOS abbiano Sp=2 e i fronti di salita e discesa hanno la stessa 
durata. 
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1) Si realizzi la funzione in logica DOMINO
2) Supponendo Sn =2, Sp = 4 calcolare il ritardo, in fase di valutazione, di caso peggiore attraverso 

la cascata di gates, assumendo che i transistori siano a dimensione minima (in f1 e f2)
3) Si realizzi la funzione in logica FCMOS (sono disponibili gli ingressi in forma vera e negata)
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1)Supponendo che il valore iniziale di O sia “0”, tracciare la 
forma d’onda di O,X,Y 

2)Se Sninv = 2, Spinv = 2  calcolare il tempo necessario perché 
un fronte 0->1 e 1->0 sul nodo X si propaghi sul nodo Y (si 
trascurino le capacità di D e S dei pass-transistor)

3)Il circuito di uscita è sequenziale, statico o dinamico?
4)Tracciare le forme d’onda in O,X,Y se i due pass-transistor 

vengono invertiti
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PARAMETRI TECNOLOGICI (Vdd = 3.3 V)


